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УНІВЕРСИТЕТ 
(57) Напівпровідниковий пристрій для виміру гус-

тини оптичної потужності, який містить джерело 
постійної напруги, перший і другий конденсатори, 
перший і другий резистори, загальну шину, причо-
му другий вивід другого конденсатора і другий по-
люс джерела постійної напруги підключені до за-
гальної шини, який відрізняється тим, що 

введено біполярний транзистор, двозатворний 
МДН-транзистор, третій, четвертий і п'ятий кон-
денсатори, пасивну індуктивність, сонячну бата-
рею, варікап, причому перший вивід першого кон-
денсатора з'єднаний з першим виводом першого 
резистора та базою біполярного транзистора, дру-
гий вивід першого резистора з'єднаний з другим 

виводом пасивної індуктивності, першим виводом 
другого конденсатора і першим полюсом джерела 
постійної напруги, при цьому витік двозатворного 
МДН-транзистора з'єднаний з емітером біполярно-
го транзистора, а перший затвор двозатворного 
МДН-транзистора з'єднаний з колектором біполяр-
ного транзистора, з першим виводом третього 
конденсатора, з першим виводом п'ятого конден-
сатора і з першим виводом пасивної індуктивності, 
при цьому другий вивід третього конденсатора 
з'єднаний з першим виводом другого резистора і з 
анодом варікапа, а другий вивід другого резистора 
з'єднаний з першим виводом четвертого конден-
сатора і з першим полюсом сонячної батареї, при 
цьому другий вивід п'ятого конденсатора утворює 
першу вихідну клему, а другий полюс джерела 
постійної напруги підключений до другого виводу 
другого конденсатора, другого полюсу сонячної 
батареї, до другого виводу четвертого конденса-
тора, до катоду варікапа, другого затвору та стоку 
двозатворного МДН-транзистора та до другого 
виводу першого конденсатора, які утворюють за-
гальну шину, до якої підключена друга вихідна 
клема. 

 
 

 
 

Корисна модель належить до галузі контроль-
но-вимірювальної техніки і може бути використана 
для вимірювання густини оптичної потужності в 
різноманітних пристроях автоматичного керування 
технологічними процесами. 

Відомий напівпровідниковий оптичний давач 
[Патент РФ №2114490, кл. H01L31/08, 1998, Бюл. 
№18], який складається з двох джерел постійної 
напруги, двох фоторезисторів, двох польових тра-
нзисторів, пасивної індуктивності і ємності. При дії 
оптичного випромінювання на фоторезистори змі-
нюється ємнісна складова повного опору на елек-
тродах стоків польових транзисторів, яка є ємністю 
коливального контуру генератора, а це викликає 
зміну частоти генерації пристрою. 

Недоліком такого пристрою є мала чутливість 
в області малих величин оптичного випромінюван-
ня, тому що при цьому різко знижується залеж-

ність опору фоторезистора від оптичного випромі-
нювання. 

За прототип вибрано датчик теплового і опти-
чного випромінювання [Авторське свідоцтво СРСР 
№1511601, кл. G01J1/44, 1989, Бюл. №36], який 
містить перший і другий фотодіоди, реактивний 
МДН-фототранзистор, в подальшому перший 
МДН-фототранзистор, МДН-транзистор, перший і 
другий конденсатори, перший, другий і третій ре-
зистори та джерело напруги, в подальшому дже-
рело постійної напруги, причому анод другого фо-
тодіода підключений до анода першого фотодіода, 
катод якого підключений до витоку першого МДН-
фототранзистора та першого виводу першого кон-
денсатора, катод другого фотодіода підключений 
до першого виводу першого резистора, витоку 
МДН-транзистора та стоку першого МДН-
фототранзистора, затвор якого підключений до 
затвору МДН-транзистора, першого виводу друго-
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го резистора, першого виводу другого конденсато-
ра та першого полюсу першого джерела постійної 
напруги, стік МДН-транзистора підключений до 
другого виводу другого резистора та першого ви-
воду третього резистора, другі виводи першого і 
другого конденсаторів, першого і третього резис-
торів і другий полюс першого джерела постійної 
напруги підключені до загальної шини. 

Недоліком такого пристрою є невелика чутли-
вість і точність виміру, яка пов'язана з тим, що змі-
на освітленості каналу МДН-фототранзистора 
призводить до невеликої зміни напруги на затворі, 
а це в свою чергу призводить до невеликої зміни 
струму стоку. 

В основу корисної моделі поставлена задача 
створення напівпровідникового пристрою для ви-
міру густини оптичної потужності, в якому, за раху-
нок введення нових елементів та зв'язків між ними, 
досягається можливість розширення функціональ-
них можливостей, що призводить до підвищення 
чутливості і точності вимірювання густини оптичної 
потужності. 

Поставлена задача вирішується тим, що в на-
півпровідниковий пристрій для виміру густини оп-
тичної потужності, який містить джерело постійної 
напруги, перший і другий конденсатори, перший і 
другий резистори, загальну шину, причому другий 
вивід другого конденсатора і другий полюс джере-
ла постійної напруги підключені до загальної ши-
ни, введено біполярний транзистор, двозатворний 
МДН-транзистор, третій, четвертий і п'ятий кон-
денсатори, пасивну індуктивність, сонячну бата-
рею, варікап, причому перший вивід першого кон-
денсатора з'єднаний з першим виводом першого 
резистора та базою біполярного транзистора, дру-
гий вивід першого резистора з'єднаний з другим 
виводом пасивної індуктивності, першим виводом 
другого конденсатора і першим полюсом джерела 
постійної напруги, при цьому витік двозатворного 
МДН-транзистора з'єднаний з емітером біполярно-
го транзистора, а перший затвор двозатворного 
МДН-транзистора з'єднаний з колектором біполяр-
ного транзистора, з першим виводом третього 
конденсатора, з першим виводом п'ятого конден-
сатора і з першим виводом пасивної індуктивності, 
при цьому другий вивід третього конденсатора 
з'єднаний з першим виводом другого резистора і з 
анодом варікапа, а другий вивід другого резистора 
з'єднаний з першим виводом четвертого конден-
сатора і з першим полюсом сонячної батареї, при 
цьому другий вивід п'ятого конденсатора утворює 
першу вихідну клему, а другий полюс джерела 
постійної напруги підключений до другого виводу 
другого конденсатора, другого полюсу сонячної 
батареї, до другого виводу четвертого конденса-
тора, до катоду варікапа, другого затвору та стоку 
двозатворного МДН-транзистора та до другого 
виводу першого конденсатора, які утворюють за-
гальну шину, до якої підключена друга вихідна 
клема. 

На кресленні подано схему напівпровідниково-
го пристрою для виміру густини оптичної потужно-
сті. 

Напівпровідниковий пристрій для виміру гус-
тини оптичної потужності містить перший конден-

сатор 1, біполярний транзистор 2, двохзатворний 
МДН-транзистор 3, перший резистор 4, третій кон-
денсатор 5, варікап 6, другий резистор 7, четвер-
тий конденсатор 8, сонячну батарею 9, п'ятий кон-
денсатор 10, пасивну індуктивність 11, другий 
конденсатор 12, джерело постійної напруги 13, 
причому перший вивід першого конденсатора 1 
з'єднаний з першим виводом першого резистора 4 
та базою біполярного транзистора 2, другий вивід 
першого резистора 4 з'єднаний з другим виводом 
пасивної індуктивності 11, першим виводом друго-
го конденсатора 12 і першим полюсом джерела 
постійної напруги 13, при цьому витік двозатворно-
го МДН-транзистора 3 з'єднаний з емітером біпо-
лярного транзистора 2, а перший затвор двозат-
ворного МДН-транзистора 3 з'єднаний з 
колектором біполярного транзистора 2, з першим 
виводом третього конденсатора 5, з першим виво-
дом п'ятого конденсатора 10 і з першим виводом 
пасивної індуктивності 11, при цьому другий вивід 
третього конденсатора 5 з'єднаний з першим ви-
водом другого резистора 7 і з анодом варікапа 6, а 
другий вивід другого резистора 7 з'єднаний з пер-
шим виводом четвертого конденсатора 8 і з пер-
шим полюсом сонячної батареї 9, при цьому дру-
гий вивід п'ятого конденсатора 10 утворює першу 
вихідну клему, а другий полюс джерела постійної 
напруги 13 підключений до другого виводу другого 
конденсатора 12, другого полюсу сонячної батареї 
9, до другого виводу четвертого конденсатора 8, 
до катоду варікапа 6, другого затвору та стоку 
двозатворного МДН-транзистора 3 та до другого 
виводу першого конденсатора 1, які утворюють 
загальну шину, до якої підключена друга вихідна 
клема. 

Напівпровідниковий пристрій для виміру гус-
тини оптичної потужності працює наступним чи-
ном. В початковий момент часу оптичне випромі-
нювання не діє на сонячну батарею 9. 
Підвищенням напруги джерела постійної напруги 
13 до величини, коли на електродах стоку двозат-
ворного МДН-транзистора 3 і колектора біполярно-
го транзистора 2 виникає від'ємний опір, який при-
водить до виникнення електричних коливань в 
контурі, який утворений паралельним включенням 
повного опору з ємнісним характером на електро-
дах стік - колектор МДН-транзистора 3 і біполярно-
го транзистора 2 та пасивної індуктивності 11. 
Крізь перший резистор 4 протікає базовий струм 
біполярного транзистора 2. Залежно від величини 
опору першого резистора 4 можна змінювати міс-
це знаходження робочої точки на статичній ВАХ 
транзисторної структури активного елемента гене-
ратора. Наявність фазозсувного кола, яке утво-
рюють перший резистор 4 і перший конденсатор 1, 
приводить до виникнення реактивної складової 
індуктивного характеру на електродах емітер-
колектор біполярного транзистора 2 та відбува-
ється збільшення величини диференційного від'є-
много опору транзисторної структури. Другий кон-
денсатор 12 запобігає проходженню змінного 
струму через джерело постійної напруги 13. Чет-
вертий конденсатор 8 запобігає проходженню ге-
нерованого сигналу крізь сонячну батарею 9, яка є 
джерелом живлення варікапа 6. Другий резистор 7 
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обмежує значення струму, який живить варікап 6. 
Третій конденсатор 5 обмежує постійну складову 
напруги сонячної батареї 9 від змінної. При насту-
пній дії оптичного випромінювання на сонячну ба-
тарею 9, змінюється вихідна напруга на ній, яка 

змінює ємність варікапа 6, що в свою чергу змінює 
ємнісну складову повного опору на електродах стік 
- колектор МДН-транзистора 3 і біполярного тран-
зистора 2, а це викликає ефективну зміну резона-
нсної частоти коливального контуру. 
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